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8 inch multi technical style 
SiC epitaxial furnace

8-12 inch N type SiC Substrate Wafer 8 inch double-chip SiC epitaxial furnace

マレーシア・材料ゾーン
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Jingrui  SiC substrate wafer

Malaysia Material BaseYinchuan Material Base

2021

GJL280 （4 inch） GJL40A/B（6 inch）

The first 4 inch ingot

New generation 
crystal growth furnace

The first 6 inch ingot

6 inch CMP

2024

Mass production 
and shipment of 
8 inch wafers

6-8 inch compatible 
crystal growth furnace

Small batch 6 inch 
wafer production

The first 8 inch ingot

2025

Small-batch 
production of 
8 inch wafers

6 inch crystal 
growth pilot line

12 inch SiC Crystal 
with Diameter 
310mm & Height 20mm

12 inch SiC ingot 12 inch SiC 
Substrate wafer

General Specif ication for 
6&8 inch substrates

0.015–0.025
≤0.1
≤50
≤400
±10
≤20
≤2
≤5
≤0.1

 8 inch SiC 
specif ication 
（500 µm/350 µm）

6 inch SiC 
specif icationParameters

0.015–0.025
≤0.05
≤30
≤400
±10
≤20
≤2
≤5
≤0.1

Resistivity（Ω.cm)
MPD（cm-2)
TSD（cm-2)
BPD（cm-2)
Bow（µm)
Warp（µm)
LTV（µm)
TTV（µm)

Roughness（nm)

The pilot production line for 12 inch 
SiC substrate processing.

Shangyu Material Base
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ダイヤモンド超高熱伝導材料の典型的な
応用例と性能優位：

1. レーダーGaN無線周波数デバイスの放熱
（高出力、高周波、小型化）
2. 半導体レーザーの放熱
（高出力、高光電変換効率）
3. 高周波通信基地局の放熱（高出力、高周波）

多結晶ダイヤモンド
放熱シート

ダイヤモンドCOS
放熱部品

CVDダイヤモンド光学 CVDダイヤモンド放熱

ダイヤモンドは物理的、化学的に優れた性質
を持つ特殊な物質であり、その特異な性能は
他の材料とは比べものになりません。CVDダ
イヤモンドの優れた特性は、X線、紫外線、赤
外線、マイクロ波など多くの帯域範囲で応用
が可能です。

成長方法

寸法（mm）

熱伝導率（W/mK）

熱膨張係数（10-6/K）

平面度PV値（nm)

表面粗さRa（nm）

Warp（µm）

項目
光学レベル ヒートシンクレベル

多結晶 単結晶 多結晶 単結晶
MPCVD

Ф50-Ф150

>1800

1

<1500

≤10

<50

MPCVD

≥8 通光方向

>2200

1

<1500

≤2

-

MPCVD

Ф50-Ф150

>1200

1

<1500

≤30

<50

MPCVD

≥10

>2200

1

<1500

≤30

-

Solder
Diamond

Metal layer

光学窓材
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石英るつぼ及び石英部品

石英チャンバー １．高純度：高純度の石英材料を使用して製造されており、不純物含有量が極めて
低く、高品質な半導体エピタキシャル層の生成が可能です。

２. 優れた耐熱安定性：高温環境下でも物理的・化学的性質が安定しており、温度変化
による変形や亀裂が発生せず、チャンバーの密封性と構造の完全性を確保します。

３. 高い寸法精度：機械加工や火加工を繰り返し行うことで高い寸法精度が確保され、
重要寸法が製造プロセスの要求に適合するよう保証されています。

４. 長寿命：一定期間使用後も、洗浄再生処理を施すことで再び製造条件を満たし、
繰り返し使用が可能です。

５. 優れた耐食性：反応ガスや化学薬品に対して高い耐食性を有し、ガスによる侵食を
防ぐことで、チャンバーの寿命とエピタキシャル層の品質を維持します。

フィンボート １. 低摩擦：支柱脚部の摩耗を抑制します。
２. 支柱脚とシリコンウェーハの接触面積を減少：フィン上面に溶接された3本の石英
支柱がウェーハを支え、安定して保持します。

３. 高純度：高純度の石英材料を使用して製造されており、不純物含有量が極めて
低く、高品質な半導体エピタキシャル層の生成が可能です。

４. 優れた化学的安定性：大部分の酸に対して高い耐性を有します。

回転軸ユニット １. 高純度：高純度の石英材料を使用して製造されており、不純物含有量が極めて
低く、高品質な半導体エピタキシャル層の生成が可能です。

２. 優れた動的機械安定性：回転時にも高いバランス性と安定性を維持し、装置の精密
動作を確保します。
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ダイヤモンドワイヤー
宁夏晶钰新材料科技有限公司

晶盛機電日本株式会社  お問い合せ先
http://www.jsjd.co.jp/
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